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	特别提示：
	截至本公告披露日，本次交易尚未签署正式协议，协议具体条款包括交易对价、股份取得方式等尚需在中介机构尽调完成后进一步协商确定，本次交易的正式协议及最终实施还需经过深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）及上海芯石半导体股份有限公司（以下简称“上海芯石”或“标的公司”）各自的董事会、股东大会（如需）审批通过，因此本次交易实施时点及最终能否实施存在不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
	一、 交易概述
	二、 最新进展
	三、 本次交易对公司的影响
	其中上海芯石以其子公司上海芯石微电子有限公司为基础，在半导体件芯片尤其是肖特基二极管芯片（SBD）领域已经具有了十几年的技术储备及行业经验，业务产品主要覆盖两大类别：Si类（SBD、FRED、MOSFET、IGBT、ESD等功率芯片产品）、 SiC类：（SiC-SBD、SiC-MOSFET）。分别形成了与产品性能密切相关的IP共计63项，其中SiC产品领域目前形成了2项实用新型专利、2项集成电路布图，1项发明专利（实审），具体情况如下：
	因此上海芯石的技术储备和行业经验是继英唐微技术后，公司逐步完善半导体芯片，特别是第三代半导体设计、制造及销售全产业链条的重要抓手，对其收购控股，将可以极大的保障上海芯石在第三代半导体领域的技术、行业优势全面快速的转化为公司自身优势，并最大限度的服务于公司整体战略目标的实现。
	四、 风险提示
	五、 备查文件

